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【研究目的】高い Surface-to-Volume ratio（S/V 比）を有する Siナノワイヤー太陽電池の発電効率

の向上には，生成したキャリアの再結合中心となり得る Siと保護膜との界面準位密度（Dit）を抑

制させることが重要と考えられる。複雑な面方位から成る立体構造のナノワイヤーは，バルクと

比較して高密度に Ditが存在しており，ナノワイヤー太陽電池の発電特性に及ぼす影響が懸念され

る[1]。本研究では，紫外線（Ultraviolet: UV）の照射によって生じるDitの変化[2]が Silicon-on-insulator

（SOI）基板上に形成された横型ナノワイヤー太陽電池の発電特性に及ぼす影響について調べた。

UV ランプ（波長 400 nm，照度 14.2 mW/cm2）の紫外線照射によって Ditが増加するのに従い，短

絡電流密度 JSC (A/cm2) が減少することが確認できた。 

【実験方法】Fig.1に本研究で作製した横型太陽電池の構造図を示す。SOI基板上にドライエッチ

ングにより横型ナノワイヤーを 100本並列に作製した。表面保護膜には 1000C，O2雰囲気中で熱

酸化膜（SiO2）を形成した。 

【実験結果】Fig.2に 1秒間の紫外線照射前後におけるナノワイヤー太陽電池の発電特性（AM1.5

ソーラーシミュレータ使用）を示す。紫外線の照射によって JSC が減少していることがわかる。

Fig.3 には JSC 減少率のナノワイヤー幅依存性を示す。ナノワイヤー太陽電池での JSC 減少率は薄

膜 SOI 太陽電池での減少率よりも大きく，さらにナノワイヤーの微細化に伴い減少傾向は強く現

れており，Ditが大きいナノワイヤーの角部分[1]の影響が強くなっていると考えられる。 
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Fig. 1 Nanowire solar cell structure. Fig.2 J-V characteristics. Short- 

circuit current density decrease  

as UV irradiated.  

Fig.3 Short-circuit currents 

reduction rate as a function of 

nanowire width. 

Current slightly decreased. 
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